EXPERIMENTOS CUANTICOS II

Propuesta de Proyectos finales

i) Semiconductores nanocristalinos.

a) Sustitución de cationes isovalentes (Mg o Cd):
La sustitución catiónica en ZnO conlleva a una variación en el ancho de la banda prohibida, aumentando o decreciendo en los casos de Mg o Cd, con la consecuente modificación en sus propiedades ópticas. 
Se prepararan polvos de ZnO con diferentes dopantes y concentraciones, a través de la molienda mecánica. Se analizará la progresiva incorporación del catión en la red de ZnO a través de difracción de rayos X y aniquilación de positrones.

b) Semiconductores magnéticos diluidos (DMS):
Recientes estudios teóricos han predicho que las aleaciones magnéticas Ga1-xMnxN y Zn1-xMnxO (con un 5% de Mn) serían ferromagnéticas a temperatura ambiente. Esa predicción ha suscitado un gran número de trabajos sobre diferentes materiales III-V, II-VI y óxidos como el ZnO o el TiO2 dopados con metales de transición divalentes (Mn, Cr, Co etc). 
Se prepararan polvos de ZnO con diferentes dopantes y concentraciones (Fe, Co, Ni), a través de la molienda mecánica. Se analizará la progresiva incorporación del catión en la red de ZnO a través de difracción de rayos X, aniquilación de positrones, medidas magnéticas y en los casos que corresponda espectroscopia Mössbauer.

c) Semiconductores para celdas solares:

Los semiconductores de banda ancha de los grupos II-VI (ZnO, ZnTe, ZnS) presentan variedad de dificultades en el dopaje. Esto se debe a factores tales como compensación con defectos puntuales nativos, o bien a que los átomos dopantes se sitúan en sitios intersticiales. En el caso del ZnO, la sustitución del Zn por átomos del grupo III (Al, In, Ga) introduce niveles donores (dopado tipo-n) cargados negativamente y por tanto atractivos a los positrones. A su vez, los iones de Ag (en el sitio del Zn) y N, P, As como sustituyentes del O, actúan como niveles aceptores en ZnO, dejando defectos cargados positivamente en la red (dopaje tipo-p). 
Se prepararan polvos de ZnO con diferentes dopantes y concentraciones (Al, In), a través de la molienda mecánica. Se analizará la progresiva incorporación del catión en la red de ZnO a través de difracción de rayos X y aniquilación de positrones.

ii) Amorfos metálicos (bulk metallic glasses BMG).
Los sistemas amorfos Zr-Ti(Hf,Fe)-Al-(Co, Nb, Ni, Cu) con diferentes composiciones, presentan una amplia región de líquido sobreenfriado. Se dispone de materiales preparados por diferentes métodos: melt-spinning, copper mold casting. 
Se analizará la cristalización del material utilizando diversas técnicas, dependiendo de la composición del sistema amorfo, por espectroscopia de vidas medias de aniquilación de positrones (PALS), calorimetría diferencial y espectroscopia Mössbauer (EM).
